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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19

Тема дисертації:
1. Фізико-технічні основи одержання плівок діоксиду олова для базових шарів газових датчиків та
фронтальних контактів сонячних елементів

2. Physical and technical base of the tin dioxide films obtaining for gas sensors base layers and solar cells front
contact

Реферат:
1. Встановлено, що при магнетронному нереактивному розпиленні на постійному струмі відтворюваності
питомої електропровідності плівок діоксиду олова товщиною 300 нм перешкоджає фазова трансформація
поверхні мішені. Показано, що інтенсивність трансформації зростає зі збільшенням потужності магнетрона і
зменшується при зростанні концентрації кисню в робочому газі. Для плівок діоксиду олова товщиною 50 нм,
відтворюваність питомої електропровідності, визначається також критичною товщиною спонтанної
кристалізації. Доведено, що вологість робочого газу стримує процес кристалізації й перешкоджає фазовій
трансформації у плівках діоксиду олова. Установлені оптимальні технологічні режими магнетронного
розпилення формування шарів діоксиду олова для газових датчиків. Встановлено, що наявність



нанорозмірного прошарку діоксину олова на міжфазній границі ITO/CdS дає змогу збільшити ефективність
до 11,4% для сонячних елементів ITO/SnO2/CdS/CdTe/Cu/Au, сформованих на скляних підкладках, а для
сонячних елементів, сформованих на гнучкихполіамідних плівках, - до 10,8%, при зниженні товщини шару
сульфіду кадмію до 0,2 мкм. Оптимальна товщина шару оксиду олова в сонячних елементів на основі
CdS/CdTe, сформованих на скляних підкладках, становить 80 нм, а на гнучких підкладках - 50 нм.

2. It is established that the phase transformation of the target surface prevents of the electrical conductivity
reproducibility non-reactive DC magnetron sputtering tin dioxide film with 300 nm thickness. It was shown that
the intensity of phase transformation increases with the decreasing of the magnetron power and decreases with
increasing of oxygen concentration in the working gas. For the tin dioxide film with 50 nm thickness the electrical
conductivity reproducibility defined as the critical thickness of spontaneous crystallization. It is proved that the
working gas moisture inhibits the crystallization process and prevents the phase transformation in the tin dioxide
films. The optimal magnetron sputtering technological modes for formation of tin dioxide layers for gas sensors
are determined. It was established that the presence of nanosized tin dioxide layer at the interface ITO/CdS can
increase efficiency up to 11.4% for solar cells ITO/SnO2/CdS/CdTe/Cu/Au, formed on glass substrates, and for
solar cells formed on flexible polyamide films - up to 10.8%, while reducing the cadmium sulfide layer thickness up
to 0,2 microns. The optimum thickness of the tin oxide in solar cells on CdS/CdTe base, formed on the glass
substrate is 80 nm, and the flexible substrates - 50 nm.
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